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熱定格点（120℃運転条件）

283電極面積 cm2

1.8動作点（初期） A/cm2

1.25H2 St.

1.30Air St.

※アノード循環あり
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20402035203XGen2物性要素

0.12HDV: 0.18
FCV: 0.10

0.200.17Pt目付 (mg cm-2)空気極触媒

3.66.06.07.5触媒層厚さ (m)

394004630
[×8]

1740
[×3.4]

500BOL 質量活性
(A g-1@80℃・100%RH

9968HDV: 1088a

FCV: 2273a
348-EOL 質量活性

(A g-1@80℃・100%RH

8
[×1]

HDV: 10
FCV: 13

[界面物性×0.9]

10
[×1]

9.1
[×1]

BOL 酸素拡散抵抗 (sm-1)
[界面抵抗成分]

×1/30×1/2×1×1Pt溶出速度

1588.5厚さ(m)電解質膜

150e503218プロトン伝導率@120℃・
30%RH (mScm-1)b

1816
[×0.9]

1858.3d酸素拡散抵抗 (sm-1)c流路・GDL

0.00040.00650.0065-GDL/セパ、セパ/セパ等：
接触抵抗合計 (Ωcm2)

a.HDV耐久性50000時間相当，FCV耐久性10000時間相当，b. 電解質膜プロトン伝導率は補強材・クエンチャ導入後の値，c. 流路・GDL込みで達成する目標値．d. 並行流路での測定結果．e. 120℃12%RH
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2035年目標値

電解質膜のH＋伝導率はクエンチ剤,補強材込みの状態で達成しなければならない



膜厚：5m

FCスタック耐久時間：50,000[h]

(1)有効面積の減少を補う
(2)電解質ポリマーとの親和性
(3)電極との接合性 etc.

O2 + 2H+ + 2e– H2O2

2OH•

HOO•

Fe2+

O2
•–

Fe3+

Fenton

Haber-Weiss

+OH•

電解質膜内で起きるラジカル反応

（機械劣化）

電解質膜材料：フッ素系高分子, 炭化水素系高分子

微多孔質
ナノファイバー

(1)電解質ポリマーとの親和性
(2)電極との接合性 etc.

(1)膜内の流動性を抑制
(2)伝導度の低下を抑制
(3)強酸下状態での安定性 etc.（化学劣化）

電解質膜材料, 補強層, クエンチ剤を複合化した電解質薄膜をRoll to Rollで作製



J. Power Sources, 324 (2016), 625

Pt

 部材間接触抵抗の低減

 MEA安定保持のための
機械強度維持

 GDLではなくMPLによりMEA
を支持。O2拡散性向上

 構造制御による輸送性向上 GDL

自立MPL

J. Power Sources, 506 (2021), 230129

𝑅ெ௉௅ =
𝑡ெ௉௅

𝐷௜௝
ୣ୤୤

=
𝑡ெ௉௅

𝐷௜௝𝜀ெ௉௅
ఊ



インク
調製

分散・
混錬

触媒層
塗布

触媒層
乾燥 圧着

厚さ，空隙率，比表面積，分散，凝集粒子径
プロトン伝導性，酸素拡散性，みかけ触媒活性を左右

 電解質膜，触媒層，GDL，
シール部材の組み合わせ

 薄膜化による，他部材の
必要剛性・表面粗さ変化

MEA

Chem.Sci.,13 (2022) 6782

J.Power Sources 327 (2016)1-10

 Pt近傍のアイオノマー内
/界面O2輸送抵抗の低減

 担体細孔内の輸送抵抗低減

 アイオノマー分布や被覆
形態制御による輸送性向上

J.Power Sources 512 (2021)230446

RDE
触媒活性の差異の
要因解明が必要

互いの補間に必要
な因子の抽出

 各工程の現象理解
 PI等，データ駆動によるプロセス最適化







｢SPring-8-II シンポジウム 概要説明資料 (2024年8月2日)｣ より抜粋
https://new.spring8.or.jp/images/spring8/spring8-2/symposium_y3.pdf
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 2035年頃のFCV／HDV目標を踏まえ、2Dシミュレーションを用いて
材料物性目標を試算・提案
⇒ FCV／HDVの違いは白金担持量のみとし、目指すゴールを一本化

 2035年頃に向けた材料開発課題の検討を中心に、材料の研究開発
の加速にむけたDX活用の議論、材料開発・解析技術開発ニーズの落と
し込み、などについてRM本紙・解説書に反映


